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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка на основі напівпровідникових кристалів та тонких плівок приладів електроніки та фотовольтаїки

Назва роботи англійською:
Development on the basis of semiconductor crystals and thin films devices of electronics and phtovoltaics

Реферат українською:
Робота спрямована на відпрацювання технологічних режимів отримання тонких плівок перовскітів, графіту,
оксидів та нітридів металів та дослідження їх фізичних властивостей, а також розробку технологічних
режимів виготовлення нових та мало досліджених гетеропереходів шляхом нанесення тонких плівок
перовскітів, графіту, оксидів та нітридів металів на напівпровідникові кристали з відтворюваними
параметрами для застосування в електроніці, сонячній енергетиці та для детектування частинок високої
енергії; дослідження їх структурних, електричних, фотоелектричних та детектуючих властивостей при
різних температурах, частотах вимірювального сигналу під дією γ-променів різної енергії за допомогою нових
методів з метою визначення домінуючих механізмів струмопереносу та бар’єрних параметрів. А також аналіз
причин енергетичних втрат у досліджуваних гетеропереходах та розробка можливих технологічних шляхів їх
усунення з метою подальшого підвищення ефективності роботи виготовлених напівпровідникових приладів.

Реферат англійською:
The work is focussed on the development of technological aspects of the deposition of perovskites, graphite,
oxides and nitrides of metals thin films as well as on the ivestigation of their physical properties and development
of technological processes to fabricate new and unstudied heterojunctions by the transfer of perovskites, graphite,
oxides and nitrides of metals films on semiconductor crystals with reproducible properties for the application in
electronics, photovoltaics and detecting high energy photons; analysis of their structural, electrical,
photoelectrical and detecting properties at different temperatures, frequencies, under irradiation by γ-rays with
different energy by means of new methods in order to determine the dominant charge transport mechanisms and
barrier parameters. Also, the analysis of energy losses will be carried out in the heterojunctions under
investigation. There will be developed possible technological approaches to eliminate these losses in order to
increase the performance of the fabricated semiconductor devices.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Механізми струмопереносу в анізотипних гетероструктурах FTO/n-Fe2O3/p-
Cd1-xZnxTe

Назва НТП англійською: Current transfer mechanisms in anisotype heterostructures FTO/n-Fe2O3/p-
Cd1-xZnxTe

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії, гіпотези

Галузь застосування: Нові матеріали та нанотехнології; Енергетика та електротехніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Досліджені умови виготовлення гетероструктур FTO/n-Fe2O3/p-Cd1-xZnxTe методом спрей-
піролізу тонких плівок . Методом послідовного спрей-піролізу 0.1 М розчинів солей гексагідрату хлориду
заліза FeCl3•6H2O та пентагідрату хлориду олова SnCl4•5H2O на нагрітій до TS = 400°С поверхні
кристалічних підкладок р-Cd1-xZnxTe виготовлені анізотипні гетероструктури FTO/n-Fe2O3/р-Cd1-xZnxTe
з діодними властивостями. За аналізом енергетичних параметрів контактуючих матеріалів на межі розділу
n-Fe2O3/р-Cd1-xZnxTe крім потенціального бар’єра внаслідок різниці робіт виходу висотою qk ≈ 0.73 eV
існує додатковий бар’єр, який пов’язаний із розривом зони провідності ΔEC = 0.6 eV. При прямих зміщеннях у
гетероструктурі прямий струм визначається тунелюванням електронів із зони провідності плівки FTO на
енергетичні рівні розміщені на відстані ЕС – 0.6 eV у забороненій зоні Cd1-xZnxTe та подальшою
рекомбінацією з дірками валентної зони. Спостережувана зміна характеру протікання прямого тунельно-
рекомбінаційного струму при V  0.5 V пояснюється багатоступеневим тунелюванням через незаняті
електронами енергетичні рівні вище краю валентної зони Cd1-xZnxTe, які пов’язані з власними вакансіями у
підгратці кадмію (ЕV + 0.07 eV) та фоновими домішками (ЕV + 0.22 eV, ЕV + 0.34 eV), а також комплексами за їх
участю (ЕV + 0.15 eV). При зворотних зміщеннях – 1.5 V < V < – 0.45 V основним механізмом струмоутворення є
генерація носіїв заряду з енергетичних рівнів (ЕС - 0.22) eV, розміщених в забороненій зоні p-Cd1-xZnxTe в
області просторового заряду. В області напруг – 0.45 < V < 0 V величина генераційного зворотного струму
обмежується впливом на рух електронів від’ємного заряду в інверсному шарі p-Cd1-xZnxTe. При зворотних
напругах V > 1.5 V у гетероструктурі FTO/n-Fe2O3/p-Cd1-xZnxTe протікає тунельний струм внаслідок
тунелювання електронів із рівня ∆Е= ЕС - 0.21 eV, який знаходиться нижче краю зони провідності у
забороненій зоні p-Cd1-xZnxTe у зону провідності плівки FTO.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту
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